








以上の結果より、IR損失の上昇はGDEの電気抵抗

の上昇であり、GDEの電気抵抗の上昇は集電体と電

極の接触不良の発生が主原因であると判断した。また、

集電体と電極との密着性向上が重要であり、集電体は

電極との密着性を念頭に選定することが必要と判断し

た。
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5．総　　括

高電流密度下でのGDEのIM食塩電解特性をラボス

ケールで評価し、以下の知見を得た。

１）高電流密度と低電流密度で過電圧の安定薮

塀）高電流密度下で克

唯］電気抵抗のG 79ぱ潰包は集電体と停 棓愍

亟］GDEの でśで裟十九“で𦹥 歳養晫棰
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